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{54) ELEXTRONENSTRAHLBELICHTUNGSSYSTEM

(67) Ziel und Aufgabe der Erfindung bestehen in der Schaffung eines Systems zur
Elektronenstrahlbelichtung, mit dem eine Korrektur der Abweichung des Elektronenstrahiweges
vorgenommen werden kann, die durch eine Drift der Einschniirungsstelle des Elektronenstrahles

-hervorgerufen wird. Ein Elektronenstrahlsystem besitzt erste und zweite Lochblenden, durch die
ein Elektronenstrahl von einem Elektronenstrahlerzeuger geschickt wird. Ein rechteckiges Bild,

~das durch Uberlagerung der mit Hilfe der ersten und zweiten Blenden erzeugten Bilder entsteht,
wird auf eine Targetplatte mit Hilfe von Kondensorlinsen und Projektionslinsen durch eine dritte
Blende projiziert. Driftet ein Einschniirungspunkt des Elektronenstrahls senkrecht zur Achse des
Linsensystems, so nimmt der Strom des auf die Targetplatte projizierten Elektronenstrahles ab.
Der Strom des Elektronenstrahles wird mit Hilfe eines Faradayschen Bechers nachgewiesen und
der Ort des Elektronenstrahls mit Hilfe einer Spulenanordnung korrigiert, die zwischen der zweiten
und dritten Blende derart angeordnet ist, da der Faradaysche Becher den maximalen Strahlstrom
nachweisen kann. Fig.1
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Elektronenstrahlbelichtungssysten

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein System zur
Elektronenstrahlbelichtung, mit dem die durch Drift der Ein-
schniirungsstelle hervorgerufene Abweichung des Elektronen-
strahlweges korrigiért werden kann,

Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen

Ein System zur Elektronenstrahlbelichtung, mit dem Form und
Groke des Elektronenstrahlflecks veréndert werden kdnnen,
lenkt neuerdings die Aufmerksamkeit auf sich., Bei .diesem Be-
lichtungssystem wird ein Elektronenstrahl durch eine erste
Elektronenstrahllochblende unter Erzeugung einer ersten Ab-
bildung der Blende projizierty die wiederum durch eine zweite
Elektronenstrahllochblende so projiziert wird, daB auf einem
Target durch Uberlagerung der beiden Abbildungen der Blenden
ein Elektronenstrahlfleck erzeugt wird, Die Uberlagerung der
beiden Blendenbilder kann durch Ablenkung des ersten Blenden-
bilds verandert werden., Form und GrdRBe des Elektronenstrahl-

flecks lassen sich daher Uber den Ablenkungsgrad veréndern,

Wenn die Einschnlrungsstelle des Elektronenstrahls in einem
Elektronenstrahlbelichtungssystem dieser Art driftet;, so wird
das Target unter Umstinden nicht mit dem gewinschten Elektro-
nenstrahlfleck belichtet und ein genaues Schaltungsmuster
nicht erzeugt. Wenn die Einschniirungsstelle senkrecht zur
Achse des elektronenoptischen Systems wandert, so sind die
Achse des elektronenoptischen Sysfems und der Elektronen-
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strahlweg untereinander versetzt und das Elektronenlinsen-
belichtungssystem ist nicht mehr in der Lage, den Elektro-
nenstrahl einwandfrei zu steuern, Es wurde ein System zur
Elektronenstrahlbelichtung vorgeschlagen, das zur Korrektur
der Drift der Einschniirungsstelle senkrecht zur Achse des
elektronenoptischen Systems lber eine Servosteuerung ver-
figt. Bei diesem System zur Elektronenstrahlbelichtung wird
in einer Objektivfassung ein Faradayscher Becher vorgesehen;,
mit dem der durch eine zum Blndelungspunkt versetzte Blende
hindurchgehende Strom eines Elektronenstrahls erfaft wird
und die an der zweiten Einschniirungsstelle angeordneten Ab-
gleichspulen derart servogesteuert sind, daR der so gemesse-
nen Elektronenstrahlstrom dadurch maximal ist und die Ver-
groBerung der Abbildung der Einschniirungsstelle an der Stel-
le der Spule im wesentlichen eins betragt. Mit dieser Ab-
gleichsteuerung kann jedoch eine feine Positionsinderung;,

d. h, axiale Drift;, nicht wirksam nachgewiesen werder’, da
die Abbildung des Bundelungspunktes an der Stelle der 5len-
de kein vergroBertes Bild ist, Demzufolge kann eine groRe
Positionsabweichung in dem vergroRerten Bild des Biindelungs-
knotens auftreten das durch Projektionslinsen gebildet
wirdy die dahinter angeordnet sind, so daR eine stabile
Strahlintensitdt nicht erreicht wird, Darilber hinaus kénnen
Strahlform und -gréBen bei der Durchfihrung der Servosteue-
rung zur Ausrichtung zeitlichen Schwankungen unterliegen,

da das Ablenkungszentrum fiir die Ausrichtung nicht mit der
Position der Strahllochblende zusammenf&llt, Da die Ab-
gleiéhservosteuerung stédndig in Betrieb ist:;, wird das Ab-
lenksystem nachteilig beeinfluft, Da der Faradaysche Becher:
zur Messung des Elektronenstrahlstroms in der elektronen-

optischen Vorrichtung mit Hilfe eines elektrischen Isclier-
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teils gehalten wirdy entsteht durch die Ladung des Isolier-

teiles ein instabiler Elektronenstrahl.

Zusstzlich zu der voranstehend beschriebenen Drift der Ein-
schnirungsstelle gibt es andere Driftarten der Position des
Einschniirungspunktes in Richtung der Achse des elektronen-

- optischen Systemsi; wenn die Katode des Elektronenstrahlerzeu-
gers’y z. B, eine LaB6-Spitze, Uber eine lange Zeit geheizt
wird und sich die Form ihrer Vorderseite verandert, oder
wenn der zur Beheizung des Elektronenstrahlerzeugers zuge-
filhrte Strom Anderungen unterliegt. Da ein Ablenkungszentrum
einer Ablenkvorrichtung im allgemeinen auf die Position des
Einschnirungspunktes eingerichtet ists, fihrt diese Art der
Drift zu einer Anderung des Ablenkungsgrades des Blendenbil-
des des Elektronenstrahls und damit zu einer fehlerhaften
GréRe des Elektronenstrahlflecks des form- und gréBengesteu-
erten Elektronenstrahls sowie zu einer Abweichung des Elek-
tronenstrahlwegeés, wenn die Strahlgrdfe Schwankungen unter-
worfen ist. Immerhin gibt es bei dieser Art des Systems zur
Elektronenstrahlbelichtung keinerlei Abhilfen flr diese Pro-
bleme. Daher mangelt es den herkommlichen Systemen zur Elek-
tronenstrahlbelichtung an Prazision und Zuverl#dssigkeit hin-
sichtlich der Form und GroRe des Elektronenstrahlflecks.

Ziel der Erfindung

Es ist das Ziel der vorliegenden Erfindungy, ein System zur
Elektronenstrahlbelichtung zu schaffeni, mit dem ein Schal-
tungsmuster mittels eines Elektronenstrahles genau gezogen
‘werden kann,
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Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Be-
schreibung eines Systems zur Elektronenstrahlbelichtung,
mit dem eine Korrektur der Abweichung des Elektronenstrahl-
weges vorgenommen werden kanni, die durch eine Drift der
Einschnirungsstelle des Elektronenstrahles hervorgerufen

wird,

Das erfindungsgem#RBe System zur Elektronenstrahlbelichtung
enthalt Vorrichtungen zum Nachweis des Elektronenstrahl-
stromes;, der durch die Projektionsvorrichtung projiziert
wird und durch die Erzeugung eines Signals entsprechend dem
nachgewiesenen Elektronenstrahlstrom, Des weiteren sind Vor-
richtungen zur Einstellung des Ortes des Elektronenstrahles
vorgeseheny; der zwischen den Projektionsvorrichtungen und
der ersten Blende hindurchgehty, und zwar entsprechend einem
Signal von den Nachweisvorrichtungen. Die Justierungsvor-
richtungen enthalten eine Vorrichtung zur Erzeugung einer
einstellbaren elektrischen Leistung und eine erste Justie-
rungsspule zur Eifstellung des Ortes des Elektronenstrahles
mit Hilfe der elektrischen Leistung, die von einer elektri-
sche Leistung erzeugenden Vorrichtung geliefert wird, Des
weiteren sind Vorrichtungen zur Anderung der elektrischen
Leistung; die von einer einstellbaren stromerzeugenden Vor-
richtung erzeugt wird; um den Ort des Elektronenstrahles
mit der ersten Justierungsspule zu variieren und das Signal
von der Nachweisvorrichtung zu empfangens enthalten, Aufer-
dem ist eine Vorrichtung zur Einstellung der elektrischen
erzeugenden Vorrichtung mit einem Wert erzeugt wird, bei
dem der nachgewiesene Elektronenstrahlstrom maximal ist;
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Das System enthilt eine Projektionsvorrichtung mit einer
Projektionslinse, um den Elektronenstrahl zu projizierens
ferner ist eine strahlbegrenzende Blende vorgesehen, in der
eine Abbildung des Einschnlirungspunktes des Elektronen-
strahls gebildet wird und die die Projektion von Elektronen
des Elektronenstrahls verhindert:;, der von einem vorbestimm-
ten Ort abgewichen ist, Ein Durchmesser der strahlbegren-
zenden Blende ist nicht groRer als ein Durchmesser der darin
erzeugten Abbildung des Einschniirungspunktes, Das System be-
steht fernerhin aus einer Kondensorlinse zur Projektion
einer Abbildung der ersten Blende und aus einer zweiten Blen-
de auf die mit der Kondensorlinse die Abbildung der ersten
Blende projiziert wird, Dazu gehbren auch Projektionsvor-
richtungen;, die eine durch Uberlagerung der Abbildung der
ersten Blende und der Abbildung der zweiten Blende auf einer
Targetplatte erzeugte Abbildung projizieren, Zwischen die
erste und die zweite Blende ist eine Ablenkvorrichtung ge-
schaltetf die die Elektronenstrahl ablenkt, Die Nachweis-
vorrichtungen bestehen aus einem Faradayschén Becher, der zuf
einer Targetplatte entfernbar angeofdnet ist. Das System be-
steht fernerhin aus Vorrichtungen:; die zwischen der ersten
Blende und dem Elektronenstrahlerzeuger zur Korrektur des
Ortes des von dem Elektronenstrahlerzeuger erzeugten Elek-
tronenstrahles angeordnet sind. Das System besteht ferner
aus Vorrichtungen zum Nachweis einer Schwankung auf minde-
stens einer der beiden Seiten des Strahlfleckes:, die durch
das Bild der zweiten Blende gekennzeichnet werden, wenn die
Ablenkungs@orrichtung den Elektronenstrahl bei Anderung der



17. 5. 82
59 923/13

234113 4 ---

der GréRe des rechteckigen Strahlfleckes ablenkt sowie aus
Vorrichtungen zur Ansteuerung der Vorrichtung zur Strahl-
zusammenflhrung entsprechend der nachgewiesenen Schweankung,
Die Nachweisvorrichtungen weisen einen Nachweispunkt zur
Reflexion der Elektronen auf:, der sich auf der Targetplatte
befindet und einen Detektor zum Nachweis der von dem Nach-
weispunkt reflektierten Elektronen, Prbjektionsvorrichtungen
weisen eine Vorrichtung zur Ablenkung des Elektronenstrahles
aufy, um die Targetplatte mit dem Strahlfleck abzutasten. Die
Vorrichtdng zur Strahlzusammenfihrung weist eine Kondensor-
linse mit veranderlicher Brennweite auf, Die Steuervorrich-
tungen weisen eine Energiequelle zur Zufihrung einer veran-
derlichen elektrischen Spannung an die Kondensorlinse auf.,
AuBerdem sind Vorrichtungen zur Wahl einer elektrischen
Leistung, die der Schwankung -entsprichts; wobei die Brenn-
weite der Kondensorlinse durch die Energiequelle eingestellt
und damit die Abbildung des Einschniirungspunktes im Ablen-
kungszentrum erzeugt wirds, vorhanden.

Weiterhin sind Vorrichtungen zum Nachweis einer Schwankung
auf mindestens einer der zwei Seiten des Strahlfleckes vor-
handen’, die durch die Abbildung der zweiten Blende definiert
werdens, wenn die Ablenkvbrrichtung den Elektronenstrahl bei
Anderung der GréRe des réchteokiged Strahlfleckes ablenkt,
Ferner ist eine Vorrichtung zur Ahsteuerung der Ablenkvor-
richtung entsprechend der nachgewiesenen Schwankung vorge-
sehen. Die Nachweisvorrichtungen weisen einen Nachweispunkt
zur Reflexion der Elektronen auf, der sich auf der Target-
platte befindet, sowie einen Detektor zum Nachweis der von
dem Nachweispunkt reflektierten Elektronen. Die Projektions-
weisen-eine Vorrichtung zur Abtastung der Targetplatte mit
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dem Strahlfleck auf. Die Abtastvorrichtung wird entsprechend
der gemessenen Schwankung angesteuert, Die Vorrichtung zur
Strahlzusammenfihrung besteht aus einer Kondensorlinse mit

veranderlicher Brennweite,

Mit der vorliegenden Erfindung wird ein System zur Elektro-
nenstrahlbelichtung vorgestellt, mit dem eine Korrektur der
Drift der Einschniirungsstelle vorgenommen werden kann, die
durch Emission des Elektronenstrahls von einem Elektronen-
étrahlerzeuger hervorgerufen wird, Gem&R dem Ausfihrungs-
beispiel fir das System der Elektronenstrahlbelichtung nach
der vorliegenden Erfindung kann die Ortsabweichung des Elek-
tronenstrahls korrigiert werden; die hervorgerufen wird,
wenn die Einschnlirungsstelle in einer senkrecht zur Achse
des elektronenoptischen Systemslverlaufenden Richtung drif-
tet. Beim Auftreten einer solchen Drift verringert sich der
Strom des Elektronenstrahls; der auf der Targetplatte aguf-
trifft. Zwischen der Stréhlenlochblende und den Projektions-
linsen zur Projektion des Elektronenstrahls éuf die Target-
platte wird ein Zusétzliches Spulensystem angeordnet, um den
Ort des Elektronenstrahls derart zu korrigiereni daB der
Strahlstrom auf einen maximalen Wert gehalten werden kann.

- Damit wird eine bessere Feinkorrektur im Vergleich zu dem
Fall erméglicht’, in dem zwischen der Strahllochblende und
dem Elektronenstrahlerzeuger zur Korrektur des Strahlortes
eine Primé&rspulenanordnung zwischengeschaltet wird.

Nach einem weiteren Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung kann die Abweichung des Elektronenstrahlortes in-
folge dieser Driften selbst dann korrigiert werdens, wenn

die im Elektronenlinsensystem gebildete Einschnlrungsstelle
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in Richtung der elektronenoptischen Achse driftet, Wenn der
Elektronenstrahl durch die Ablenkvorrichtung zwischen einer
ersten Blende und einer zweiten Blende abgelenkt wirdi, so
wird das von der ersten Blende erzeugte Bild versetzt und
verandert Grdfe und Form des auf der Targetplatte durch Uber-
lagerung der beiden Blendenabbildungen erzeugten Elektronen-
strahlfleckes. '

Wenn sich die Abbildung der Einschniirung im Ablenkungszentrum
der Ablenkvorrichtung fir den Elektronenstrahlfleck befin-
det; so unterliegen die Orte der beiden Seiten des Elektro-
nenéfrehlfleckes auf der Targetplattef die durch die zweite
Blendenabbildung begrenzt werdeny keinerlei Schwankungen.
Befindet sich jedoch die Abbildung der Einschniirung nicht im
Ablenkungszentrum und die Ablenkungsvorrichtung ist in Be-
trieby so unterliegen die Orte der beiden Seiten des Elektro-
nenstrahlfleckes Schwankungen., Dementsprechend verandert
sich die Brennweite einer Kondensorlinse beim herkémmlichen
System zur Elektronenstrahlbelichtung entsprechend der Orts-
veranderung der zwei Seiten des Strahlflecks unter Erzeugung

der Abbildung der Einschnirung im Ablenkungszentrum,

Ausfihrunasbeispiel

Die vorliegende Erfindung wird in einem Ausflihrungsbeispiel
an Hand der beigefligten Zeichnungen eingehend erliutert.
Darin'zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Systenms
zur Elektronenstrahlbelichtung nach einem Aus-

fihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
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Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Systems
zur Elektronenstrahlbelichtung nach einem wei-
teren Ausfihrungsbeispiel der vorliegemden Er-
findung und

Fig, 3 u. 4 eine schematische und perspektivische Darstel-
lung;, bei denen ein durch das System zur Elek-

tfonenstrahlbelichtung nach Fig., 2 erzeugter
Elektronenstrahlfleck abgebildet wird.

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines Systems zur
Elektronenstrahlbelichtung nach einem ersfen Ausfihrungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung. Ein Elektronenstrahl
wird von einem Elektronenstrahlerzeuger 2 emittierts; dessen
Katode aus LaB6 besteht., Dieser Elektronenstrahl erzeugt
einen ersten Einschnirungspunkt 4 und wird auf eine erste
Kondensorlinse 12 durch einen von der Primdrspulenanordnung
10 gekennzeichneten Raum filr eine erste Ausrichtung proji-
zierty der eine erste und eine zweite Spule 6 und 8 ent-
hdlt. Der Elektronenstrahl wird durch die erste Kondensor-
linse 12 fokussiert: passiert die erste rechteckige Loch-
blende 14 des Strahlflecks zur Formung eines Elektronen-
strahls von rechteckiger Form, Sodann bildet der Elektronen-
strahl eine erste Abbildung des Einschnlirungspunktes 18 in
einem Raums, der durch die punktbildende Ablenkvorrichtung 16
zur Ablenkung des Elektronenstrahls gekennzeichnet wird,

Der aus diesem Raum austretende Elektronenstrahl wird inner-
halb der punktbildenden Ablenkvorrichtung 16 durch eine
zweite Kondensorlinse 20 fokussiert und sodann durch eine
zweite Lochblende 22 projiziert, Da das von der ersten Loch-
blende 14 fiir den Elektronenstrahlfleck erzeugte Bild durch
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die zweite Lochblende 22 fir den Elektronenstrahlfleck pro-
jiziert wirdy wird durch das hinter der zweiten Lochblende
22 liegende Elektronenlinsensystem durch Uberlagerung der
Bilder der beiden Blenden 14 und 22 ein rechteckiges Bild
erzeugt, Der Elektronenstrahls, der die rechteckige Lochblen-
de 22 durchlaufen haty, wird ein einen von einer zusatzlichen
Spulenanordnung 28 zur zus&tzlichen Ausrichtung gekennzeich-
neten Raum geleitets; wobei die Spulenanordnung 28 dritte v
und vierte Abgleichspulen 24 und 26 enthslt, In diesem Raum
wird der Elektronenstrahl zu einer Abbildung des zweiten
Einschniirungspunktes 30 fokussiert und durch eine Verkleine-
rungslinse 32 projektiert, Das durch die Linse 32 verklei-
nerte Bild passiert einen durch eine Ablenkéorrichtung 34
zur Ablenkung des Elektronenstrahls und Abtastung des Tar-
gets (in Fig, 1 nicht gezeigt) mit einem Elektronenstrahl-
fleck gekennzeichneten Raum. Der Elektronenstrahl gelangt
sodann zur Projektionslinse 385 die sich am dritten Ein-
schniirungspunkt 35 befindet;, der vom Elektronenstrahl gebil-
det wird, An dieser Stelle befindet sich eine Blende 3&;,
die gleich oder gréBer ist als der Einschnirungspunkt 35.
Die Projektionslinse 38 erzeugt auf der Targetplatte 40
einen Elektronenstrahlfleck; der durch Verkleinerung des
dritten; rechteckigen Bildes erhalten wird,

Fir eine zusdtzliche Ausrichtung befindet sich anstelle der
Targetplatfe 40 eine Nachweisplatte am Faradayschen Becher
42, An diesem Faradayschen Becher 42 wird der Strom des
Elektronenstrahlsi der auf der Nachweisplatte auftritti
unter\Erzéugung eines Stromsignals nachgewiesen. Dieses
Stromsignal wird in ein Spannungssignal mit Hilfe eines
Widerstandes 44 umgewandelt?, der zwischen denm Faradayschen
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Becher 42 und Erde geschaltet ist. Das Spannungésignal wird
danach an einen Verstdrker 46 gefiihrt, Das vom Verstirker 46
verstérkte Spannungssignal wird an einen Wellenspeicher 48
in das Slgnal abgespeichert wird, Dieser Wellenspeicher 48
speichert sequentiell die ankommenden Signales, wihrend der
Elektronenstrahlweg durch die zusitzliche Spulenanordnungbzs
in einer nachfolgend beschriebenen Weise verandert wird, Die
im Wellenspelcher 48 gespeicherten Justierungsdaten werden
an eine Zentrale Verarbeitungseinheit (CPU) 50 gegeben:, die
die Bedingungen fur die Justierung der Achse des Elektronen-
strahlweges und der Achse der elektronenoptischen Anordnung
ermittelt, Diese Bedingungen werden als Anweisung an eine
Stromversorgung 52 fir die zus&tzliche Spulenanordnung 28 ge-
geben., Auf Grund dieser Anweisung liefert die Stromversor-
gung 52 die geeignete .elektrische Leistung fir die Spulen 24
und 26 der Anordnung 28, um eine Korrektur des Magnetfeldes
in dem von den Spulen 24 und 26 gekennzeichneten Raum zu er-
zeugen. Die Achse des durch diesen Raum hindurchgehenden
Elektronenstrahls wird dadurch mit der Achse der elektronen-
optischen Vorrlchtung ausgerichtet,

Nachfolgend wird die Betrlebsart zur Erzielung der Ausrich-
tung der Achse des Elektronenstrahlweges mit der Achse der
elektronenoptischen Vorrichtung unter Bezugnahme auf eine
Situation detailliert beschrieben, in der die Position des
Einschniirungspunktes 4 des voranstehend beschriebenen Systems
zur Elektronenetrahlbelichtung gedriftet ist, Bei der ersfen_
Jdustierung, wenn der erste Einschniirungspunkt 4 senkrecht

zur Achse der elektronenoptischen Vorrichtung entsprechend
der mit 54 beze1chne+en Stelle in Fig, 1 gedriftet ist, wird
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der Eiﬁschnﬂrungspunkt 54 offensichtlich durch die erste
Spulenanordnung 10 zu der mit 4 bezeichneten Stelle korri-
giert, Die Achse des Elektronenstrahlweges, wie sie sich am
Einschniirungspunkt 54 ergibti, wird in Richtung der System-
achse durch die erste Spule entsprechend der Strichpunkt-
linie 56 abgelenkt und mit der Systemachse durch die zweite
Spule 8 ausgerichtet, Flir die hinter der ersten Spulenanord-
nung 10 folgende Stufe des Elektronenlinsensystems wird das
Bild des Einschnilirungspunktes 54 an der mit 4 bezeichneten |
Stelle erzeugt. Die Achse des Elektronenstrahlweges ist da-
her mit der Achse der elektronenoptischen Vorrichtung so
ausgerichtet:, dal der Elektronenstrahl die Abbildungen der
Einschniirungspunkte 18; 30 und 35 erzeugt und korrekt in

den Faradayschen Becher 42 geleitet wird, |

Wenn diese Drift des ersten Einschnirungspunktes durch die
erste Ausrichtung justiert worden ist; der erste Einschnii-
rungspunkt jedoch weiterhin durch Zeit&nderungen des Elek-
tronenstrahlerzeugers 2 driftet!, oder wenn die Justierung
der Drift in der ersten Justierungsstufe nicht ausreichend
ists, so korrigiert die zus&tzliche Spulenvorrichtung 28 die

Drift des ersten Einschnirungspunktes,

Wenn der Einschniirungspunkt senkrecht zur Objektivachse ent-
sprechend der Stelle 58 durch Anderungen der Zeit des Elek-
tfonenstrahlerzeugers 2 o, 4., driftet:;; so wird die Elektro-
nenstrahlachse entsprechend der gestrichelten Linie 60 von
der Achse der elektronenoptischen Vorrichtung abgelenkt, Da
dementsprechend die Abbildung des Einschniirungspunkte 35
nicht an der Blende 36 erzeugt wirdy, wird der Elektronen-

strahl am Durchgang durch die Blende 36 gehindert;, so daB
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der Strom des Elektronenstrahls:, der den Faradayschen Becher
42 erreichts, abnimmt., Wenn daher die Position der dritten
Abbildung des Einschnirungspunktes 35 mit dem Zentrum der
Blende 36 zusammenfallts, erreicht ein groRerer Teil des
Elektronenstrahls den Faradayschen Becher 42;, so daB der
Elektronenstrahlstrom ein Maximum erzielt, Dieser Elektronen-
strahlstrom nimmt mit der Driftstarke ab, Es ist darauf
hinzuweiseny; daB eine kleine Drift von der Achse an den '
Stellen 4 und 18 zu einer sehr starken Drift von der Achse
an den Stellen 30 und 35 wird. Wenn der Elektronenstrahl
daher an den Stellen 30 und 35 korrigiert wird, an denen die
Drift von der Achse grof isty so kann die Ausrichtung des

Elektronenstrahlweges korrekt ausgefiihrt werden., Dieser Um-
stand hat sich experimentell bestétigt.

Bei der Justierung durch die zus&tzliche Spulenanordnung 28
werden die Daten, mit denen die Beziehung zwischen Elektro-
nenstrahlstrom und der an die Spulen 24 und 26 der Anordnung
28 gefﬁhrten.elektrischen Leistung dargestellt werdenﬂ.ér—
faBt, Die von der Stromversorgung 52 an die dritte und vier-
te Spule 24 und 26 gelieferte elektrische Leistung wird ver-
géndert und damit die Achse des Elektronenstrahlweges.,

Wie bereits beschrieben wurde, &ndert sich der vom Faraday-
schen Becher 42 nachgéwiesene Elektronenstrahlstrom;, wenn
sich die Achse des Elektkonenstrahlweges andert, Daher wird
die Beziehung zwischen Elektronenstrahlstrom und der an die
Spulen 24 und 26 gefihrten elektrischen Leistung im Wellen-
speicher 48 gespeichert. Die CPU 50 wahlt den Wert der elek-
trischen Leistung aus, mit dem der Elektronenstrahlstronm
einen maximalen Wert erhdlt und die elektrische Leistung
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dieses Wertes wird den Spulen 24 und 26 zugefihrt, um die
Achse des Elektronenstrahles mit der Achse der elektroma-
gnetischen Anordnung zu justieren.

Da die Spulen 24 und 26 hinter den Lochblenden 14 und 22
angeordnet sind, bewirken Anderungen des Elektronenstrahl-
weges durch die Spulen 24 und 26 keine Veranderung der Uber-
lagefung der ersten und zweiten Lochblenden sowie der Form
und GréBe der drittem, rechteckigen Abbildung, so daB die
gleichfdrmige Bestrahlungsdichte der Blende 14 nicht beein-
tréchtigt wird, Da die Schwankung der Einschniirung des
Elektronenstrahls eine lange Periode aufweist;, kann eine
zusadtzliche Justierung einmalig oder mehrmalig im Verlaufe
der Belichtung einer Probe erfolgens, so daB der danach er-
haltene Steuerwert eingehalten werden kann. Selbstversténd-
lich ist es méglich;, eine zus&tzliche Justierung in kon-
stanten Intervallen vorzunehmen., Wenn eine solche zusétz-
"liche Justierung vorgenommen wird, kann eine Intensitéts-
schwankung des Elektronenstrahles infolge der Drift des
Einschniirungspunktes auf weniger als 1 % eliminiert werden,
da das Zentrum des Elektronenstrahlfleckes dauerhaft und
effektiv genutzt werden kann. Da es lediglich notwendig
isty die Steuerleistung der Spulen 24 und 26 zu regeln, um
einen im Faradayschen Becher 42 nachgewiesenen maximalen
Elektronenstrahlstrom zu erhalten, ist die Justierungspro-
zedur auBerordentlich einfach,

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das voranstehend
beschriebene spezielle Ausfiihrungsbeispiel begrenzt. Die
Dosis des Elektronenstrahls 1&Bt sich nicht nur mit einem
Faradayschen Becher, sondern auch mittels eines Sensors
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nachweisen, wie beispielsweise mit Hilfe eines Kreuzspul-
instrumentes oder eines Halbleiterelementes., Zusitzlich ist
es moglich, anstelle der arithmetischen Steuerung unter Ein-
beziehung eines Wellenspeichers, bei dem es sich um fortge-
schrittene Technologie handelt:; ein Elektronenstrahldosi-
meter zur Steuerung der Elektronenstrahldosis entsprechend
dieser Messung einzusetzen und die Gesamtkosten der Anlage
zu reduzieren, Die Konfiguration der Linsen im Elektronen-

linsenobjektiv, das Ablenkungssystem, usw, kénnen auf viel-
fache Weise geédndert werden,

Nachfolgend wird ein System zur Elektronenstrahlbelichtung
beschrieben;, mit dem eine Drift des Einschniirungspunktes 4
in Richtung der Achse der elektronenoptischen Vorrichtung
nachgewiesen und diese Drift korrigiert wird, Da das in Fig.
2 gezeigte Elektronenlinsensystem shnlich dem in Fig, 1
dargestellten Elektronenlinsensystem ist, werden zur Be-
zeichnung der gleichen Teile die gleichen Bezugsnummern ver-
wendet und deren Beschreibung weggelassen, In dem in Fig., 2
gezeigten System befindet sich in der Targetebene 40 ein
Target 64, das an seiner Oberfléche eine MeBstelle aus Gold
aufweist; die den Elektronenstrahl reflektiert. Oberhalb der
MeRstelle 62 befindet sich ein Elektronenstrahldetektor 66
fir die reflektierten Elektronen, wie beispielsweise eine
Fotozelle, womit die Elektronen oder Sekundérelektronen nach-
gewiesen werden, die von dem Nachweispunkt 62 emittiert wer-
den, Dieser Detektor 66 erzeugt bei Auftreffen der Elektro-
nen ein elektrisches Signal; das mit Hilfe eines Verstér-
kers 68 verstarkt und (ber eine Schnittstelle 71 an die CPU
gefuhrt wird, Wie nachfolgend beschrieben wird, liefert die
CPU 50 entsprechend den im Speicher 70 abgespeicherten Daten
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eine geeignete Anweisung flr eine Stromversorgung 72 zur

Ansteuerung der Kondensorlinsen 12 und stellt die Brennweite
der Kondensorlinsen 12 auf einen geeigneten Wert., Die CPU 50
kann (ber eine Interface 74 ebenfalls ein Spannungssignal an
die Ablenkvorrichtung 16 zur Erzeugung der Elektronenstrahl-
form und an die Ablenkvorrichtung 34 zur Abtastung des Elek-
tronenstrahlflecks abgeben, um den Elektronenstrahl abzu-

lenken,

In dem in Fig, 2 dargestellten System zur Elektronenstrahl-
belichtung wird die Drift nachgewiesen und in der nachste-
hend beschriebenen Weise korrigiert, wenn der Einschniirungs-
punkt 4 des Elektronenstrahls in axialer Richtung zur elek-
tronenoptischen Vorrichtung driftet, Im allgemeinen bleiben
GroRe, Form und Ort der Abbildung 76 der zweiten Blende,
die durch Projektion des Elektronenstrahls durch die zweite
Blende 22 auf der in Fig, 3 dargestellten Targetplatte 40
erzeugt wird, solange konstant, wie der Elektronenstrahl
nicht durch die Ablenkvorrichtung zur Elektronenstranlab-
tastung 34 abgelenkt wird, sofern der Einschnlrungspunkt 4
so korrekt an der vorbestimmten Stelle gebildet wird:, daB
der Einschnirungspunkt 18 korrekt im Ablenkungszentrum der
Ablenkvorrichtung fir die Elektronenstrahlform gebildet
wird, Obgleich in der Praxis die Abbildung 76 der zweiten
Blende nicht tatséchlich auf der Targetplatte erfolgt, wur-
de sie zur Veranschaulichung in Fig. 3 auf der Targetplatte
dargestellt. Im Gegensatz dazu &ndern sich im allgemeinen
nicht die Form und GréBe kei einer Abbildung 78 der ersten
Blendei; die durch Projektion des Elektronenstrahls durch
die erste Blende 14 auf die Targetplatte 40 erfolgt, Wenn
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der'Elektronenstrahl jedoch durch die Ablenkvorrichtung 16
fir die Lichtfleckformung abgelenkt wird, andert sich die
Stelle der ersten Blendenabbildung 78 auf der Targetplatte
40 auch dann, wenn der Elektronenstrahl durch die Ablenkvor-
richtung 34 fir die Strahlabtastung nicht abgelenkt wird,
Wie bei der Abbildung 76 der zweiten Blende wird die Abbil-
dung 78 der ersten Blende in Wirklichkeit nicht auf der Tar-
getplatte erzeugt, sondern ist dort in Fig, 3 lediglich aus
Grinden der Anschaulichkeit dargestellt. In der Praxis wird
durch Uberlagerung der zwei Abbildungen 76 und 78 entspre-
chend den gestrichelten Linien in Fig. 3 ein rechteckiges
Bild 80 auf der Targetplatte 40 abgebildet, Das GréBe, Fornm
und Ort der Abbildung 76 der zweiten Blende konstant blei=-
ben, sofern nicht der Elektronenstrahl durch die Ablenkvor-
richtung 26 fir die Strahlabtsstung abgelenkt wird:, &ndert
sich die Stelle der zwei Seiten 82 und 84 der rechteckigen
Abbildung 80 nicht, Wenn jedoch der Einschniirungspunkt 4
driftet und eine Wanderung des Bildes 18 des ersten Ein-
schnirungspunktes vom Ablenkungszentrum der Ablenkvorrich-
tung 16 in deren axialer Richtung bewirkt:, sobald der Elek-
tronenstrahl durch die Ablenkvorrichtung 16 fiir die Licht-
fleckformung abgelenkt und der Ort der Abbildung der ersten
Blende ge&ndert wirdy, so verandert sich die Abbildung 76

der zweiten Blende entsprechend der in Fig. 3 dargestellten
gestrichelten Linie, die sich unter normelen Umstinden nicht
sndert, Damit éndern sich auch die Stellen der zwei Seiten
82 und 84 des rechteckigen Bildes 80, die sich unter norma-
len Bedingungen ebenfalls nicht #ndern, Dieses wurde auch
experimentell bestédtigt,

Betrachtet men die voranstehend beschriebenen Punkte in denm
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in Fig. 2 dargestellten System zur Elektronenstrahlbelich--
tungy so wird die Brennweite der Kondensorlinse 12 so ju-
stiert’; daB die Stellen der zwei Seiten 82 und 84 der recht-
eckigen Abbildung 80 sich auch dann nicht anderns, wenn der
Elektronenstrahl durch die Ablenkvorrichtung 16 fir die
Lichtfleckform abgelenkt wird,

Der Speicher 70 speichert laufend Daten, die die Beziehung
zwischen der Brennweite und einer zeitlichen Schwankung,

die auf die Ortsé&nderung bezogen wird, darstellen, die in
der nachstshenden Weise erhalten werden. Der Elektronenstrahl
wird zundchst um einen bestimmten Wert durch die Ablenkvor-
richtung 16 fir die Lichtfleckformung abgelenkts; um ein
rechteckiges Bild 80-1 von vorbestimmter Form und GroRe auf
der Targetplatte 40 wie in Fig, 4 zu erzeugen, Dieses recht-
eckige Bild 80-1 wird von der Ablenkvorrichtung fir die
Strahlabtastung abgelenkt;, um die Targetplatte 40 mit dem
Rechteckbild 80-1 entsprechend der in Fig, 4 gezeigten ge-
strichelten Linie abzutasten, Solange der Nachweispunkt 62
abgetastet wird, erfaBt der Detektor 66 Elektronen und er-
zeugt ein Signal, Der Nachweispunkt 62 wird durch das recht-
eckige Bild 80-1 abgetastet, um von der Auslésung des Ab-
tastvorganges bis zum Zeitpunkt der Feststellung des Nach-
weispunktes 62 durch den Detektor 66 ein Zeitintervall zu
‘erhalten., Die so erhaltenen Zeitintervalle werden zur Erlan-

gung der Zeitangaben fur das Rechteckbild 80-1 gemittelt,

Danach wird der Elektronenstrahl durch die Ablenkvorrichtung‘
far die Lichtfleckformung abgelenkt, um GréRe und Form des
Rechteckbildes 80~1 in der in Fig. 4 gezeigten Weise zu va-

riieren und ein Rechteckbild 80-2 zu erhalten,
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In ahnlicher Weise wird ein Zeitintervall fir das Rechteck-
bild 80-2 erhalten, Das fiir die beiden Seiten 82 und 84 des
Rechteckbildes 80-1 erforderliche Zeitintervall zum Errei-
chen des Nachweispunktes 82 und das fiir die beiden Seiten
82 und 84 erforderliche Zeitintervall des Rechteckbildes
80~-2 zum Erreichen des Nachweispunktes 62 erforderliche Zeit~
intervall bleiben unter normalen Bedingungen konstant, Wenn
sich jedoch die Abbildung des zweiten Einschniirungspunkte 18
nicht einwandfrei im Ablenkungszentrum der Ablenkvorrichtung
befindet:; so schwanken diese beiden Zeitintervalle. Derar-
tige Zeitéchwankungen werden flr die Fall aufgezeichnet,
daB die Brennweite der Kondensorlinse 12 durch die Stromver-
sorgungA72 verandert wird. Die Beziehung zwischen Zeit-
schwankung und der Brennweite der Kondensorlinse 12, die zur
Kompensation einer solchen Zeitschwankung benttigt wird,
wird im Speicher 70 laufend gespeichert., Folglich werden vor
der Belichtung des Targets mit dem Elektronenstrahl die
nicht notwendigen Regionen auf dem Target 64 durch die Bil-'
der 80-1 und 80-2 verschiedener GréRen abdetastet und die
Zeitschwankungen in der Schnittstelle 71 gemessen und in
die CPU 50 eingegeben, Die CPU 50 wihlt die Brennweite der
Kondensorlinse 12 entsprechend der besonderen Zeitschwankung
aus den im Speicher 70 gespeicherten Daten und liefert eine
Anweisung Uber die Brennweite an die Stromversorgung 72.
SchlieBlich wird die Kondensorlinse 12 durch die Stromver-
sorgung 72 fir eine vorbestimmte Brennweite derart ange-
steuerts, daB die Position der Abbildung 18 des ersten Ein-
schnlirungspunktes korrekt ist und das Schaltungsmuster auf
dem Target 64 mit dem in Form und GrdRe korrekten Rechteck- -
bild gezbgen werden kann,

Anstelle der Kondensorlinse 12 lassen sich Form und GroRe
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des Rechteckbildes 80 durch die Ablenkvorrichtung 16 flr die
Lichtfleckformung oder durch die Ablenkvorrichtung 34 fiir
die Lichtfleckabtastung korrigieren, Wenn GréRe und Form des
Bildes 80 infolge einer Drift der Abbildung 18 des ersten
Einschniirungspunktes nicht korrekt sind und GréRe und Form
des Rechteckbildes 80 verindert sind, so lassen sich diese
durch die Ablenkvorrichtungen 16 und 34 in Ubereinstimmung
mit den tatsidchlichen und erforderlichen GréBen und Formen
korrigieren. Zu diesem Zweck wird die Beziehung zwischen
Fehler und Korrekturbetrag im Wellenspeicher 70 gespeichert.
In diesem Fall wird der Korrekturwert entsprechend dem nach-
gewiesenen Fehler erhalten, so daR die CPU 50 ein geeignetes
. Spannungssignal an die Ablenkvorrichtungen 16 und 34 Gber
die Schnittstelle 74 liefern kann, Die Korrektur der Drift
des zweiten Einschnlirungspunktes 18 mit den Ablenkvorrich-
tungen 16 und 34 kann schneller und mit besserer Ansprech-
empfindlichkeit vorgenommen werden als die Korrektur mit der
Kondensorlinse 12, »

Zusammenfassend 1&Rt sich feststellen; daR entsprechend dem
System der Elektronenstrahlbelichtung der vorliegenden Er-
findung die fehlerhafte Ablenkung infolge einer axialen
Drift des Einschnﬁrungspunktes und die Fehler der Einstell-
genauigkeit von GroRe und Form des Elektronenstrahlfleckes
der Abtaststelle wirksam korrigiert werden kénnen, Dadurch
wird eine Elektronenstrahlbelichtung hoher Prazision méglich,
wenn eine herkémmliche'Justierungssteuerung angewendet wird.
Nach dem System der vorliegenden Erfindung 18Rt sich die
Axialdrift des Einschniirungspunktes automatisch durch den
Ruckkopplungsmechanismus steuerni, s0 daB das System mit her-

vorragender Zuverldssigkeit betrieben werden kann,
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Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die voranstehend
 beschriebenen Ausfihrungsbeispiele beschrankt, Beispiels-
weise kann die Zahl der Linsen oder Steuersysteme entspre-
chend den gewlinschten Vorschriften festgelegt werden., Wei-
tere Modifikationen und Anderungen sind daher im Sinne der
vorliegenden Erfindung méglich.
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findungsanspruch

1.

2.

-

System zur Elektronenstrahlbelichtung bestehend aus einem
Elektronenstrahlerzeuger zur Emittierung eines Elektro-
nenstrahls, einer ersten Blende zur Bildung einer Teil-
form eines von einem Elektronenstrahlerzeuger emittierten
Elektronenstrahls sowie Vorrichtungen zur Projektion des
durch eine erste Blende hindurchtretenden Elektronen-
strahls auf eine Targetplatte, gekennzeichnet durch wei-
tere Vorrichtungen (42; 44; 46) zum Nachweis des Elektro-
nenstrahlstromess; der durch die Projektionsvorrichtung
projiziert wirdy und durch die Erzeugung eines Signals
entsprechend dem nachgewiesenen Elektronenstrahlstrom

und Vorrichtungen (48; 50; 52; 24; 26; 28) zur Einstel-
lung des Ortes des Elektronenstrahls; der zwischen den
Projektionsvorrichtungen (36; 38) und der ersten Blende
(14) hindurchgeht; und zwar entsprechend einem Signal von
den Nachweisvorrichtungen (42; 44; 46),

System nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch; daR Justie-
rungsvorrichtungen (48; 50; 52; 24; 26; 28) eine Vor-
richtung (52) zur Erzeugung einer verénderlichen elektri-
schen Leistung, eine erste Justierungsspule (24; 26; 28)
zur Einstellung des Or'tes des Elektronenstrahls mit der
elektrischen Leistung, die von einer elektrische Leistung
erzeugenden Vorrichtung (52) geliefert wird, und Vor-
richtungen  (48; 50; 52) zur Anderung der elektrischen
Leistungy die von einer einstellbaren Leistung ‘erzeugen-
den Vorrichtung (52) erzeugt wird, um den Ort des Elek-
tronenstrahls mit Hilfe der ersten Justierungsspule (24;

26; 28) zu variieren und das Signal von einer Nachweis-
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3.

4.

6.

vorrichtung zu empfangen und flr die Einstellung der
trische Leistung erzeugenden Vorrichtung (52) erzeugt
wird, auf einen Wert; bei dem der nachgewiesene Elektro-
nenstrahlstrom .maximal isty, enthalten.

System nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daR die
Projektionsvorrichtung (36; 38) eine Projektionslinse
(38) zur Projektion des Elektronenstrahls enthalt und
eine strahlbegrenzende Blende (36)7 in der eine Abbildung
des Einschnirungspunktes (35) des Elektropenstrahles ge-
bildet wird und die die Projektion von Elektronen des
Elektronenstrahls verhinderts, der von einem vorbestimmten
Ort abgewichen igt;

System nach Punkt 33 gekennzeichnet dadurch;, daR ein
Durchmesser der strahlbegrenzenden Blende (36) nicht gro-
Rer ist als ein Durchmesser der darin erzeugten Abbildung
des Einschnirungspunktes (35).

System nach Punkt 15, gekennzeichnet durch eine Kondensor-
linse (12) zur Projektion einer Abbildung der ersten
Blende (14) und eine zweite Blende (22):, auf die mit Hil-
fe der Kondensorlinse (12) die Abbildung (78) der ersten
Blende projiziert wird;, Projektionsvorrichtungen (36; 38),
die eine durch Uberlagerung der Abbildung (78) der er-
sten Blende und der Abbildung (76) der zweiten Blende auf
einer Targetplatte (40) erzeugte Abbildung (80) projizie-

ren,

System nach Punkt 5, gekennzeichnet dadurch, daB es wei-
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terhin aus einer Ablenkvorrichtung (16) besteht, die ‘
zwischen der ersten Blende (14) und der zweiten Blende
(22) geschaltet ist und den Elektronenstrahl ablenkt,

System nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch:;, daR® Nach-
weisvorrichtungen (42; 44; 46) aus einem Faradayschen

Becher (42) bestehen, der auf einer Targetplatte (40)

entfernbar angeordnet ist.

System nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch’;; daB es fer-
nerhin aus Vorrichtungen (6; 8; 10) besteht, die zwischen
der ersten Blende (14) und denm Elektronenstrahlerzeuger
(2) zur Korrektur des Ortes des von dem Elektronenstrahl-
erzeuger (2) erzeugten Elektronenstrahls angsordnet sind,

System zur Elektronenstrahlbelichtung bestehend aus
einem Elektronenstrahlerzeuger zur Emittierdng eines
Elektronenstrahls, einer ersten Blende fir die Bildung
einer Teilform eines von einem Elektronenstrahlerzeuger
emittierten Elektronenstrahls; einer Vorrichtung zur Zu-
sammenflihrung des durch die erste Blende gefihrten Elek-
tronenstrahls fir die Erzeugung einer Abbildung des Ein-
schnirungspunktes, einer zweiten Blende, in die der "von
der Abbildung des Einschniirungspunktes kommende Elektro-
nenstrahl projiziert wird;, einer Vorrichtung, die zwi-
schen der ersten und zweiten Blende zur Ablenkung des
Elektrohenstrahls angeordnet istr, wobei die Ablenkunge-
vorrichtung in einem von ihr gekennzeichneten Raum die
Abbildung des Einschniirungspunktes und ein Ablenkungs-
zentrum enthdlt und Vorrichtungen zur Projektion des
durch die zweite Blende auf eine Targetplatte hindurch-
gefihrten Elektronenstrahls und der Bildung eines Strahl-
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fleckes mit rechteckiger Form durch Uberlagerung der Bil-
der mit Hilfe der ersten und zweiten Blendei gekennzeich-
net dadurch, daB fernerhin Vorrichtungen (62; 66; 68;

71) zum Nachweils einer Schwankung auf mindestens einer
der beiden Seiten des Stranlfleckes (80) enthalten sind,
die durch das Bild der zweiten Blende (76) gekennzeich-
net werden, wenn die Ablenkungsvorrichtung (16) den Elek-
tronenstrahl bei Anderung der GriRe des rechteckigen
Stranlfleckes (80) ablenkt, und Vorrichtungen (50; 70;
72) zur Ansteuerung der Vorrichtung zur Strahlzusammen-

fihrung (12) entsprechend der nachgewiesenen Schwankung.

System nach Punkt 9, gekennzeichnet dadu}chﬂ dal Nach-
weisvorrichtungen (62; 66; 68; 71) einen Nachweispunkt
(62) zur Reflexion der Elektronen aufweisens, der sich
auf der Targetplatte befindet (40): und einen Detektor
(66) zum Nachweis der von dem Nachweispunkt (62) reflek-
tierten Elektronen, ’ ‘

System nach Punkt 9, gekennzeichnet dadurchy, da® Projek-
tionsvorrichtungen (36; 38; 34) eine'Vorrichtung (34)
zur Ablenkung des Elektronenstrahls aufweisen, um die

Targetplatte (40) mit dem Strahlfleck abzutasten,

System nach Punkt‘gﬁ gekennzeichnet dadurch, daB die
Vorrichtung zur Strahlzusammenfithrung (12) eine Konden-

sorlinse (12) mit verdnderlicher Brennweite aufweist,

System nach Punkt 12, gekennzeichnet dadurch;, daR Steuer-
vorrichtungen (50; 70; 72) eine Energiequelle (72) zur
Zufihrung einer verinderlichen elektrischen Leistung an
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die Kondensorlinse (12) aufweisen und Vorrichtungen (50;
70) zur Auswahl einer elektrischen Leistung; die der
Schwankung entspricht:,, wobei die Brennweite der Konden-
sorlinse (12) durch die Energiequelle (72) eingestellt

und damit die Abbildung des Einschnlrungspunktes im Ab-
lenkungszentrum erzeugt wird, sind vorgesehen,

System zur Elektronenstrahlbelichtung, bestehend aus
einem Elektronenstrahlerzeuger zur Emittierung eines
Elektronenstrahls:; einer ersten Blende fir die Bildung
einer Teilform eines von einem Elektronénstrahlerzeuger
emittierten Elektronenstrahls; einer Vorrichtung zur Zu-
sammenfihrung des durch die erste Blendelgeleiteten
Elektronenstrahls bei Erzeugung einer Abbildung des Ein-
séhnﬂrungspunktesq einer zweiten Blende, auf die ein

von der Abbildung des Einschnirungspunktes kommender
Elektronenstrahl projiziert wird, einer Vorrichtung;

die zwischen der ersten und zweiten Blende zur Ablenkung
des Elektronenstrahls angeordnet wird, wobei die Ablen-
kungsvorrichtung in dem durch sie gekennzeichneten Raum
die Abbildung des Einschniirungspunktes und ein Ablen-
kungszentrum enthalts, weiterhin Vorrichtungen fir die
Projektion des durch die zweite Blende hindurchgefihr-
ten Elektronenstrahls auf eine Targetplatte bei Bildung

“eines Strahlflécks mit rechteckiger Form durch Uberla-

gerung der Abbildungen durch die ersten und zweiten
Blendeny gekennzeichnet dadurch;, daR weiterhin Vorrich-
tungen (62; 66; 68; 71) zum Nachweis einer Schwankung
auf mindestens einer der zwei Seiten des Strahlflecks
(80) vorhanden sind, die durch die Abbildung der zweiten

Blende (76) definiert werden, wenn die Ablenkvorrichtung
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(16) den Elektronenstrahl bei Anderung der GroRe des
rechteckigen Strahlflecks (80) ablenkt, und eine Vor-
richtung (74) zur Ansteuerung der Ablenkvorrichtung (16)

entsprechend der nachgewiesenen Schwankung,

System nach Punkt 14, gekennzeichnet dadurch, daB die
Nachweisvorrichtungen (62; 66; 68; 71) einen Nachweis~
punkt (62) zur Reflexion der Elektronen aufweisen, der
sich auf der Targetplatte (40) befindet, und einen De-
tektor (66) zum Nachweis der von dem Nachweispunkt (62)
reflektierten Elektronen.

System nach Punkt 14, gekennzeichnet dadurch, daR die
Projektionsvorrichtungen (36; 38; 34) eine Vorrichtung
(34) zur Abtastung der Targetplatte (40) mit dem Strahl-
fleck (80) aufweist,

System nach Punkt 16, gekennzeichnet dadurch, daf die
Abtastvorrichtung (34) entsprechend der nachgewiesenen
Schwankung angesteuert wird.

System nach Punkt 14, gekennzeichnet dadurch; daB die
Vorrichtung (14) zur Strahlzusammenfihrung aus einer
Kondensorlinse (14) mit verénderlicher Brennweite be-
steht,
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